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EB-1.2-2.OeV vrl X√宮の表面ブリリアンゾーンの周期によくあう分散を示

す 2つの states

EB- 0･3･T･0.4eV あまり分散を示さない1つの state

このうち,EB-1.2-2･OeVの2つの電子状態は,Northrup2)がT｡モデル (AlがSi

第 1層のhollowsiteに吸着 し,Al原子の下には Si第 2層原子がくるモデル )に基いて計

算した分散と,定性的に一致したoLかし,EB-0,3-0.4eV付近の電子状態の由来を

説明することはできない｡ (図 ) そこで,Alの蒸着量を変化させて,これらの surface

statesのふるまいを観測したOその結果,Alの被覆量が大きくなると, √官×√す構造が

まだ残っているにもかかわらず,EB-0･3-0･4

eV付近のピーク強度は消失した｡即ち,この電

子状態はvrTgx√す 構造固有のものではなく,

その domainの周 りに生じた disorderな構造に由

来する可能性が強く,これまでの実験結果から

Si(111)√す×√す -Al表面は Northrupの

T4モデルのような原子配列をとる可雛 が高い

といえる｡

以上の結果を今後の課題も含めて発表する｡ r ド M
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1) J.J.'LanderandJ.Morrison,Surf･Sci･2,553(1964)I

2) J.E.Northrup,Phys･Rev･Lett･53,683(1984).
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(blackP,As,Graphite)の電子構造の研究
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角度分解紫外光電子分光法(AngleResolvedUltravioletPhotoelectronSpectroscopy;ARUPS)

とは,極紫外領域にある単光色を単結晶試料にあて外部光電効果により放出される電子の運動

エネルギーと運動量を測定する事により物質の電子バンド構造を直接実験的に決定する方法で

ある｡このARUPSを使って擬二次元系とみなせる層状物質の黒 リン, Rhombohedralヒ素,

グラファイ トの価電子帯構造を実験的に決定し,理論計算との比較を行った｡

(1)黒 リン

黒 リンは,単体でエネルギーギャップ0.3eVの微小ギャップ半導件である. 圧力をかけて

いくと構造相転移を示し,最高圧相は単純立方型の金庖となり,超伝導を示す事が知られてい

るムこのように黒 リンは,物性的にも応用的にも非常に興味深い物質である｡最近各種の実験

に使用しうる大きさの単結晶が得られ,今回ARUPSの実験を行い∴その価電子帯構造を初め

て実験的に決定した｡図 1に黒 リンの Brillouinzoneを示す｡斜線で示したのが測定面である｡

ARUPSスペク トルのピーク位置と極角の関係から波数ベク トルの表面平行成分 Vs結合エネ

ルギーの分散関数が得られる(図2)0

図 2には,同時に朝比奈らによるSCPバンド計算も示した｡HeIとNeIの結果は類似

し,さらにこれらは,SCPバンド計算と定性的に一致 しているのがわかる｡

(2)ヒ素

Rhomohedral ヒ素は黒 リンと同じⅤ族に属する層状の半金属である｡しかも黒 リンの中間′

高圧相である半金属相と同じA7型構造をとる事が知られている｡ヒ素のバンド構造は,Fa-

1icovらのグループにより既に計算がなされているが,フェルミ面近傍,とりわけL点付近に

おいて実験との不一致が見られ長い間論争になってお りまだ決着がっいていない｡本研究はそ

のL点付近の問題 も含めて実験的に価電子帯構造を決定する目的で行った｡

図 3に r.AsのBrillouinzoneを示す｡測定は3つの方位面p-レ Ⅹ面,Il-W-K面,Il-Ⅹ′

-Ⅰ,′面に対し行った｡

バルク中では,Il-L-X面とF-Ⅹ′-L′面は互いに反転対称性を通して同等であるが,表面

では,その対称性が破れるため,光電子放出過程に於いては,必ずしも同等でなくなる｡ 両者

のスペクトルを比較すると(図4),ピーク強度及び角度依存性にかなりの違いが見える｡し

かし,ピーク位置と極角の関係から実験的にノミンドを措くと両者はよく類似している(図5).

この事は,光電子放出過程におけるmomentum broadeningの効果が大きい事を示している｡

図5には,同時にSCEバンド計算も示した｡本測定で SCPバンド計算のようにL点付近で
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フェ/レミレベルを切るバンドは 1本である事を実験的に確認 した｡

(3)グラファイ ト

グラフア トは,典型的な層状物質であり,その価電子帯構造は,理論的によく研究がなされ

ている｡

しかし,直接的な価電子帯構造の実験的研究は殆ど行われていなかった｡本研究は,最近淀

目をあびている GraphitelntercalationCompound の物性研究の第一段階として,実験的にそ

の母体たるグラファイ トの価電子帯構造を決定する目的で行った｡判定はHeI(22.22eV),

HeⅡ (40.8eV)の2つの励起光に対 し行った｡

図6にHeⅡで得れたバン ド構造を示す｡同時にTatarらによるバンド計算も示す｡ 定性

的には全体的に一致 しているが,定量的には幾っかの点で不一致が見られる｡
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